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Os danos ambientais resultantes do uso predominante de combustiveis fosseis
como fonte primaria de energia, agravados pela natureza finita desses recursos, tém
tornado evidente a urgéncia do desenvolvimento de novas fontes de energia
renovaveis de alto desempenho. Nesse cenario, o hidrogénio verde (Hz2) surge como
uma das alternativas mais promissoras em fase de desenvolvimento. A producao de
H2 através da fotocatalise utilizando materiais semicondutores e radiagao solar vem
conquistando crescente impulso nas ultimas décadas. Entretanto, ainda nao foi
possivel obter materiais que combinem estabilidade e eficiéncia substancial que
permitam a viabilidade em larga escala desse método. O principal problema esta
relacionado ao tempo de vida de portadores de carga na superficie do semicondutor
devido a alta taxa de recombinacdo de cargas. Uma estratégia para aumentar a
eficiéncia de um fotocatalisador € a deposigdo de cocatalisadores. Essa estratégia
busca evitar a recombinagao de cargas e aumentar o numero de sitios de reagdes de
superficie. Um método de particular interesse para deposi¢géo metalica € o magnetron
sputtering. Esse método é eficiente, reprodutivel e amplamente utilizado na fabricagao
de filmes metalicos na industria. Com intuito de avaliar o efeito de cocatalisadores
metalicos obtidos via magnetron sputtering na fotocatalise, o objetivo desse plano de
trabalho foi montar, verificar e utilizar um sistema de magnetron sputtering para a
deposi¢cao de cocatalisadores metalicos em semicondutores na forma de p6. O
sistema de de magnetron sputtering utilizado possui um porta-amostra para
acomodacéao do p6é com vibragao ajustavel. Depois da manutencao e verificacdo de
todos os componentes do equipamento, foi feita a deposicdo de niquel em
semicondutores na forma de pé. O procedimento utilizado demonstrou taxas de
deposicdo reprodutiveis, sendo viavel na utilizacdo para deposicéo de cocatalisadores
metalicos em amostras na forma de po.



